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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Synchrone Halbleiterspeichervprrichtung mit einer Schreiblatenzsteuerfunktion 

© Eine Halbleiterspeichervorrichtung zur Verarbeitung der 
Daten in Synchronisation mit einem von auBen zugefuhrten 
Systemtakt enthalt einen Schaltkreis zum Erzeugen eines 
Schreiblatenzsteuerungssignals. einen Schaltkreis zur Erzeu- 
gung genau eines Aktivinformationserweiterungssignals aus 
einer Vietzahl von Aktivinformationssignalen als Reaktion auf 
ein Spalten-bezogenes, von auBen zugefuhrtes Steuerungs- 
signal, und einen Schaltkreis zum Halten des internen 
Betriebs eines Spaltenadressenzahlers. eines BOndellangen- 
zahlers und eines Datenubergabeschalterschaltkreises fur 
eine vorgoschriebene Zeit, in der das Aktrvinformationser- 
weiterungssignal in einem aktiven Zustand ist. 
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Beschreibung 

Die voriiegende Erfindung bezieht sich auf eine synchrone Halbleiterspeichervorrichtung, und besonders auf 
einen Apparat zur Einstellung der Schreiblatenz einer synchronen Halbleiterspeichervorrichtung. 

Im Unterschied zu einem gewShnlichen dynamischen RAM (random access memory, Speicher mit wahlfreiem 
Zugriff) kann ein synchrones dynamisches RAM eine Spaltenadresse aus dem Inneren erzeugen (Verweis auf ein 
Video-RAM) Da in einem gewohnlichen dynamischen RAM eine Spaltenadresse von AuBen angelegt werden 
sollte, urn ein Datensignal zu lesen oder zu schreiben, werden n Spaltenadressen benStigt, um n Datensignale zu 
lesen oder zu schreiben Selbst wenn aufeinander folgende Spaltenadressen benutzt werden, trifft dasselbe zu 
(Verweis auf einen Fast-Page-Mode (schneller Seitenmode) und auf einen Static-Column- Mode (statischen 
Spaltenmode)) Falls in einem synchronen dynamischen RAM nurdie erste Spaltenadresse angelegt wird, werden 
die nachfolgenden Spaltenadressen intern erzeugt, wobei n Datensignale gelesen oder geschrieben werden. 
Deshalb ist es nicht n6tig, alle Spaltenadressen von AuBen bereitzustelien. In der folgenden Spezifikation wird 
solch ein Z&hler als SpaltenadressenzShler bezeichnet 

Die Zahl n der Datensignale, die nach dem Anlegen der Anfangsspaitenadresse gelesen oder geschrieben 
werden konnen, wird als BGndeilange oder HGilengrdBe bezeichnet Die BGndeilange hat keinen festen Wert, 
sondern unterschiedliche Werte in Abhangigkeit von dem zu einem Zeitpunkt empfangenen Adressenwert, an 
dem ein Mode- RGcksetzsigna1-<MRS)- Register gesetzt wird, und diese Werte werden in einem internen Spei- 
cherregister gespeichert, bis das n&chste MRS gesetzt wird. So speichert das synchrone dynamische RAM Daten 
zur Steuerung eines internen Schaltkreises wie auch die Daten in der Speicherzelle. 

Im Unterschied zu einem gewdhnlichen dynamischen RAM benutzt ei n sync hrones dynamisches RAM dassel- 
be Taktsignal zur Aktivierung eines SpaltenadressenGbernahmesignals CAS und zum Empfang einer Spalten- 
adresse. Eine Latenz gibt an, daB Daten erzeugt oder empfangen werden nach entsprechend vielen Taktimpul- 
sen eines Systemtaktes, gerechnet vom Empfang der anfanglichen Spaltenadress e, und diese Latenz wird nach 
Taktimpulseinheiten gezahlt Die Latenz in der Erzeugung der Daten wird als eine CAS- Latenz oder Leselatenz 
bezeichnet, und die Latenz im Empfang der Daten wind als Schreiblatenz bezeichnet Die CAS-Latenz wie auch 
die BGndeilange wird durch das MRS bestimmt Generell liegt die Schreiblatenz fest auf einem gewissen Wert 

Da Datensignale in Obereinstimmung mit der BGndeilange erzeugt oder empfangen werden sollten, nachdem 
die BGndeilange in das MRS programmiert worden ist, ist es in dem synchronen dynamischen RAM notwendig, 
den Zeitpunkt zu erkennen, um intern den Daten-EingangAAusgang zu stoppen. Dies wird erreicht durch 
Vergleich einer Taktimpulszahlung mit einem in das MRS einprogrammierten und in dem Register gespeicher- 
ten Wert Ein diesem Vorgang dienender Zahler wird als Bundelendezahler bezeichnet 

In der synchronen Speichervorrichtung, die in Synchronisation mit dem von AuBen bereitgestellten System- 
takt betrieben wird, hangt der Schreiblatenzwert davon ab, daB die Daten nach entsprechend vielen Taktimpul- 
sen des verwendeten Systemtaktgebers empfangen werden. Beim Entwurf der Speichervorrichtung wird der 
Schreiblatenzwert auf einen bestimmten Wert festgelegt. Um eine FGlle von Benutzerforderungen bezGglich der 
Schreiblatenz zu erfOUen, ist es fur den Verkauf er nicht wGnschenswert, komplizierte zusatzliche Schaltkreise zu 
benutzen. Deshalb ist es notwendig, die Schreiblatenz variabel einzustellen, um sowohl den Benutzer als auch 
den Verkauf er zufrieden zu stellen. 

Zusammenf assung der Erfindung 

Es ist deshalb ein Ziel der vorliegenden Erfindung, eine synchrone Halbleiterspeichervorrichtung vorzusehen, 
die in der Lage ist, die Schreiblatenz zu steuern. 

In Obereinstimmung mit einem Aspekt der Erfindung schlieBt eine Halbleiterspeichervorrichtung zur Verar- 
beitung der Daten in Synchronisation mit einem von AuBen bereitgestellten Systemtakt ein einen Schaitkreis 
zum Erzeugen eines Schreiblatenzsteuersignals, einen Schaitkreis zum Erzeugen genau eines Aktivitatsinforma- 
tionserweiterungssignals aus einer Vielzahl von Aktivitatsinformationssignalen, die als Reaktion auf ein Spalten- 
bezogenes, von AuBen bereitgestelltes Steuersignal erzeugt wurden, und einen Schaitkreis zum Halten des 
internen Betriebs eines Spaltenadressenzahlers, eines Bundeilangenzahlers und eines DatenGbergabeschalter- 
schaltkreises fur eine vorgeschriebene Zeit, in der das Aktivitatsinformationserweiterungssignal im aktiven 
Zustand ist 

Kurze Beschreibung der Erfindung 

Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das eine Grundkonfiguration zur Steuerung einer Schreiblatenz nach der 
vorliegenden Erfindung zeigt; ... ' 

Fig. 2A-2C veranschaulichen einen Schaltkreisblock nach Fig- 1 zur Erzeugung eines Schreiblatenzsignals 
unter Benutzung eines Bondierdrahtes bzw. einer Schmelzsicherung bzw. einer Programmform durch erne 
Spaltenadresse und ein WCBR-Modesignal; . , . , 

Fig. 3 veranschaulicht einen Schaitkreis zur Erzeugung eines CAS-Aktivinformationserweiterungssignals 
<DCN, das bereitgestellt wird, wenn ein Schreiblatenzwert auf w n w gesetzt wird; 

Fig. 4A und 4B veranschaulichen einen Spaltenadressenzahler nach Fig. 1, wenn Schreiblatenzmformation 
nicht berucksichtigt wird, bzw. wenn Schreiblatenzmformation berOcksichtigt wird; 

Fig. 5 A und 5B veranschaulichen einen BGndeliangenzahler nach Fig. 1 , wenn Schreiblatenzmformation nicht 
berGcksichtigt wird, bzw. wenn Schreiblatenzinformation berQcksichtigt wird; 

Fig. 6 veranschaulicht einen Bundellangenerkennungsschaltkreis nach Fig. 1; 

Fig. 7A und 7B veranschaulichen einen Datenubergabeschalterschaltkreis nach Fig. 1, wenn Scnreiblatenzin- 
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formation nicht beriicksichtigt wird, bzw. wenn Schreiblatenzinformation berlicksichtigt wird; 

Fig.8A-8C sind Zeitdiagramme, die den Betrieb nach Fig. I veranschaulichen, wenn der Datenubergabe- 
schalterschaltkreis nicht durch die Schreiblatenzinformation gesteuert wird, bzw. wenn der Schreiblatenzwert 

"0" bzw. T' bzw ist; , . *_ / * l i * 

Fig. 9 ist ein Zeitdiagramm, das den Betrieb nach Fig. 1 veranschaulicht, wenn erne Eingabe-ZAusgabemaskie- 5 

rungsoperation in dem Zustand durchgefllhrt wird, in dem der Datenfibergabeschalterschaltkreis nicht gesteuert 

wird und der Schreiblatenzwert T ist; 

Fig. 10 ist ein Zeitdiagramm, das den Betrieb nach Fig. 1 veranschaulicht, wenn der Datenlibergabescnalter- 

schaltkreis durch die Schreiblatenzinformation gesteuert wird und der Schreiblatenzwert *1 " ist; und 
Fig. 11 A und ! IB sind Zeitdiagramme, die den Betrieb von Fig. 1 nach der vorliegenden Erfindung veran- 10 

schaulichen, wenn der Schreiblatenzwert "0" bzw. T ist 

Ausfuhrliche Beschreibung der bevorzugten Ausfuhrungsform 

Die bevorzugte Ausfuhrungsform der Erfindung wird auf das synchrohe dynamische RAM der Mega-Bit- 15 
Klasse angewendet Fig. 1 zeigt die enthaltenen Bestandteile, urn eine Schreiblatenzsteuerungsfunktion in emer 
Halbleiterspeichervorrichtung zu verwirklichen. Ein Schaltkreis 10 zum Erzeugen eines Schreiblatenzsignais 
erzeugt ein Schreiblatenzsignal OWLl, das einen Schreiblatenzwert bestimmt. Das Schreiblatenzsignal <X>WL1 
kann den Schreiblatenzwert "0" oder T' setzen, und dieser Er zeugu ngsprozeB wird in Fig. 2 gezeigt. Ein 
Spalt enadressenzahler 30 empfangt einen Systemtakt CLK, ein CAS-Aktivinformationssignal OC (oder ein 20 
C^-Aktivinformationserweiterungssignal <DCN, wenn der Schreiblatenzwert V ist), ein Schreibfreigabe-( 
WE)Aktivinformationssignal OWR, ein Spaltenadressensignal CA0, ein Spaltenadressenriicksetzsignal OCARC, 
ein Bit-Setzsignal BITSET und das Schreiblatenzsignal 0>WL1 , und ubergibt an einen Spaltenadressenpuffer eine 
Mehrzahl von Spaltenadressensignalen, die vom Sp altena dressensignal CA0 hochgezahlt werde ru Ein Bundel- 
langenzahler 50 empfangt den Systemtakt CLK, das CA5-Aktivinformationssignal OC (oder ein CAS-Aktivin- 25 
formationserweiterungssignal OCN, wenn der Schreiblatenzwert "n" ist), das WE-Aktivinformationssignal 
<DWR, das Bit-Setzsignal BITSET und das Schreiblatenzsignal OWL1, und versorgt einen Bundellangenerken- 
nungsschaltkreis 70 mit einem Bundellangenzahlsignal CNTi (wobei i zwischen 0 und 8 liegt). Der Bundeilangen- 
erkennungsschaltkreis 70 vergleicht das vom Bundellangenz&hler 50 erzeugte Bundeilangenzahlsignal CNTi mit 
einem vorgeschriebenen BOndellangensignal, urn ein BQndellangenabtastsignal COSI zu erzeugen, und ubergibt 30 
das BQndellangenabtastsignal COSI an den Spaltenadressenzahler 30, um die Zahloperation der Spaltenadres- 
sensignale zu steuern. Ein Daten uberg abeschalterschaltkreis 90 empfangt den Systemtakt CLK, das CAS-Aktiv- 
informationssignal <DC (oder ein CAS-Aktivinformationserweiterungssignal OCN, wenn der Schreiblatenzwert 
'V ist), das WE-Aktivinformationssignal 0>WR und das Schreiblatenzsignal <DWL1, und erzeugt die Datenuber- 
gabeschaltersignale WDTP0 — WDTPm zur Steuerung der Datenubergabegatter TGO—TGm. 35 

Der Systemtakt CLK wird von einem Mikroprozessor, usw. von auBerhalb des Chips bereitgestellt, und hat 
zum Beispiel eine konstante Frequenz von 100 MHz, 66 MHz oder 33 MHz. Der Systemtakt CLK wird als Basis 
zum Setz en fur eine Vielfalt von Zeiteinstellungen in der synchronen Halble iterspeichervorrichtung benutzt 
Das CXS-Aktivinform ations signal <DC wird von einem (nicht gezeigten) CAS-Puffer erzeugt, de r ein Spalten- 
adressenfreigabesignal CS5 empfangt, welches von auBerhalb des Chips bereitgestellt wird. Das CAS-Ak tiyin- 40 
formationssignal wird als Reaktion auf ein auf logisch ,, niedrig w akti vierte s Spaltenadressenfreigabesignal CAS 
aktiviert und wahrend eines Z yklus auf logisch "hoch M gehalten. Das CA5-Aktivinformationserweiterungssignal 
<DCN wird erzeugt, indem das CA5-Aktivinformationssignal <DC durch die Anzahl der Taktimpulse des System- 
taktes verzogert wird, welche mit dem gesetzten Schreiblatenzwert korrespondieren, und der Erzeugungspro- 
zeB wird mit Bezug auf Fig. 3 beschrieben. Das WE-Aktivinformationssignal 0>WR wird von einem (nicht 45 
gezeigten) WE-Puffer erzeugt der ein Schreibfreigabesignal WE empfangt, das von auBerhalb des C hips 
bereitgestellt wird, und wird als Reaktion auf das auf logisch "niedrig" aktivierte Schreibfreigabesignal WE 
aktiviert. Das WE-Aktivinformationssignal <t>WR wird nur dann auf logisch "niedrig* gehalten, wenn das anfang- 
liche Spaltenadressensignal bereitgestellt wird, und wird wahrend eines Schreibzyklus auf logisch "hoch* gehal- 
ten. Das Sp altena dressenrucksetz signal OCARC wird zusammen mit dem Bit-iSetzsignal BITSET als Reaktion 50 
auf das vom CX5-Puffer erzeugte Cfe-Aktivinformationssignal <DC aktiviert, und wird wahrend eines Schreib- 
zyklus auf logisch "hodi" gehalten. Das Bit-Setzsignal BITSET ist ein Impulssignal, das n ur dann auf logisch 
w hoch w gehalten wird, wenn das anfangliche Spaltenadressensignal als Reaktion auf das CAS-Aktivinformations- 
signal (DC bereitgestellt wird, um den Spaltenadressenzahler 30 und den Bundellangenzahler 50 zu steuern. 
Andere Details dieser Signale werden leicht aus der folgenden Beschreibung gewurdigt werden. 55 

Beisptele des das Schreiblatenzsignal erzeugenden Schaltkreises 10 von Fig. 1 werden in den Fig. 2A— 2C 
veranschaulichL In Fig. 2A wird ein Bondierdraht 4 zwischen einem MasseanschluB 2 und einer AnschluBflache 6 
im Chip-BondierprozeB benutzt Wenn der Bondierdraht 4 mit dem MasseanschluB 2 verbunden ist, wird ein 
logisch "niedrig"-Signal der Inverterkette 14 zugefuhrt und das Schreiblatenzsignal OWLl mit logisch "hoch" 
wird erzeugt In diesem Fall ist der Schreiblatenzwert T, und das bedeutet, daB die Eingabedaten an einen 6 o 
internen Datenbus einen Taktimpuls des Systemtaktes CLK nach der Zufuhrung des Schreibfreigabesignals WE 
ubergeben werden Wenn die AnschluBflache 6 nicht rait dem MasseanschluB 2 verbunden ist, wird das Potential 
des Knotens 12 durch einen PM OS-Transistor 8 auf logisch "hoch" gesetzt, und das Schreiblatenzsignal OWL1 
mit logisch "niedrig* wird erzeugt. Dann ist der Schreiblatenzwert "0", und das bedeutet, daB das synchrone 
dynamische RAM die Schreiblatenzoperation nicht ausfGhrt ^ 65 

In Fig. 2B wird ine Schmelzsicherung 3 in einem LatenztestprozeB benutzt Falls die Schmelzsicherung 3 mit 
der Versorgungsspannung Vcc verbunden ist, wird das Schreiblatenzsignal OWL1 mit logisch "niedrig" (in 
diesem Fall ist der Schreiblatenzwert w 0") durch die Inverterkette 14 erzeugt Falls die Schmelzsicherung 3 von 
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der V rsorgungsspannung Vcc getrennt ist, wird das Schreiblatenzsignal OWLl mit logisch "hoch" (in dicsem 
Fall ist der Schreiblatenzwert "I") erzeugt In Fig. 2C wird eine Programmform benutzt, die durch einen WCBR- 
Takt OWCBR gesteuert wird und das Schreiblatenzsignal OWLl als Reaktion auf den logischen Zustand des 
jeweiligen Spaltenadressensignals CAi erzeugt. Wenn das WCBR-Taktsignal OWCBR in den logisch "hoch^Zu- 
5 stand gesetzt ist, ist ein aus einem PMOS-Transistor 1 1 und einem NMOS-Transistor 15 bestehendcr Inverter im 
Betrieb. Die Eingabe in den Inverter ist das Spaltenadressensignal CAi und die Ausgabe aus dem Inverter wird 
einer Halteschaltung 19 zugefuhrt Die Ausgabe aus der Halteschaltung 19 wird ttber einen Inverter 21 einem 
(nicht gezeigten) NAND-Gatter zugefuhrt. Falls das Spaltenadressensignal CAi logisch "niedrig* ist, wird das 
Schreiblatenzsignal OWLi mit logisch "niedrig" (in diesem Fall ist der Schreiblatenzwert "0") erzeug^ und falls 
10 das Spaltenadressensignal CAi logisch "hoch" ist, wird das Schreiblatenzsignal 0>WLi mit logisch "hoch" (in 
diesem Fall ist der Schreiblatenzwert M l") erzeugt 

Urn den Sc hreib latenzwert auf V zu setzen, was gleich oder gr6Ber als "2" ist, wird ein Schaltkreis zum 
Erzeu gen d es CAS-Aktivinformationserweiterungssignals OCN ben6tigt, wie in Fig. 3 gezeigt Zum Erzeugen 
der n CAS-Aktivinformationserweiterungssignale OC0— OCn-1, wird das CAS-Aktivinformadorissignals OC 
15 einem Schieberegister zugefuhrt, das aus den Halteschaltungen LI 0, LI 1, ... , L12, L13 und der Ubergabegattern 
G10,GI 1, . . . , G12, G13, G14 besteht Die Obergabegatter sind von CMOS-Art. Die N-Typ- und P-Typ-Elektro- 
den der benachbarten Obergabegatter sind gegenuber plaziert und werden durch den Systemtakt gesteuert Die 
durch das Schieberegister erzeugten nCAS-Aktivinformationserweiterungssignale OCO—OCn-t werden einem 
NOR -Gatter NR10 zugefuhrt Der Ausgang des NOR-Gatters NR10 wird einem Inverter 1 11 zug eftthrt, um das 
20 Zj/iS-Aktivinformationse rweit erungssignal OCN zu erzeugen, das die Information der n CAS-Aktiyinforma- 
tionssignale hat Falls das CTK-Aktivinforraauonserweiteningssignal OCN benutzt wird, werden die Eingabeda- 
ten als Reaktion auf den n-ten Systemtaktimpuls CLK nach Aktivierung des Schreibfreigabesignals an den 
internen Datenbus ubertragen. . 
Fig. 4A und 4B zeigen eine Zahlerstufe des Spaltenadressenzahlers 30 von Fig. 1. Ein Spaltenadressensignal 
25 CAi-1 und ein Obertragsignal CRi-1, die von der vorhergehenden Stufe erzeugt wurden, werden bereitgestellt, 
um ein gezahltes Spaltenadressensignal CAi zu erzeugen. Obgleich nicht in der Zeichnung gezeigt, ist die 
Schaltkreiskonfiguration jeder Zahlerstufe des in der synchronen Halbleiterspeichervorrichtung benutzten 
allgemeinen Spaltenadressenzahlers dieseibe wie die von Fig. 4A und 4B, auBer daB das Spaltenadressensignal 
und das Obertragsignal von der jeweils vorhergehenden Stufe zugefQhrt wird. Die in Fig. 4A und 4B gezeigte 
30 Schaltkreiskonfiguration entspricht dem Stand der Technik. Wahrend Ftg, 4A den Spaltenadressenzahler veran- 
schaulicht, wenn der Schreiblatenzwert "0" ist, wird in Fig. 4B die Schreiblatenzinformation bei der Erzeugung 
des Spalt enadressensignals berucksichtigt Mit Bezug au f Fig. 4B wird der Ausgang des NAND-Gatters 46, das 
das CTS-Aktivinformationssignal OC (oder das nSS-Aktivinformationserweiterungssignal OCN, wenn der 
Schreiblatenzwert auf V gesetzt ist), das WE-Aktivinfonnationssignal OWR und das Schreiblatenzsignal 
35 OWLl empfangt, dem NAND-Gatter 47 zusammen mit dem Spaltenadressenrucksetztsignal OCARC zuge- 
ffihrt Der Ausgang des NAND-Gatters 47 wird ilber einen Inverter 48 einem NAND-Gatter 31 zugefuhrt 
Deshalb hat das durch den Inverter 48 erzeugte Spaltenadressenrucksetztsignal <I>CARC' die Schreibiatenzin- 
formatioa Es wird bemerkt, daB Fig. 4B die Schreiblatenzinformation der Spaltenadressenzahloperation nach 
dervorliegendenErfindungberilcksichtigt . 
40 Fig. 5 A und 5B zeigt den BOndeUangenzahler 50 von Fig. 1, und ein Bflndellangenzahlsignal CNTi (wobei 1 
zwischen 0 und 8 ist) wird erzeugt Fig. 5A veranschaulicht den BUndellangenzahler, wenn die Schreiblatenzin- 
formation nicht berticksichtigt wird, oder wenn der Schreiblatenzwert "0" ist, und Fig. 5B veranschaulicht den 
Bundellangenzahler, wenn die Schreiblatenzinformation berucksichtigt wird. In Fig. 5A erzeugt em NOR-Gat- 
ter 51, das das Bit-Setzsignal BITSET und das RQcksetzsignal OS aufnimmt, durch einen Inverter 52 em Signal 
45 COSSET zur Steuerung der BUndellangenzahloperation. Das Bttndellangenzahlsteuerungssignal COSSET wird 
dem NOR-Gatter 54 zugefuhrt Das NOR-Gatter 54 wird durch den Systemtakt CLK gesteuert und empfangt 
ein Obertragsignal CRi-1, das von der vorhergehenden Stufe erzeugt wurde. Der Ausgang des NOR-Gatters 54 
steuert die CMOS-Obergabegatter 56 und 58. Eine Halteschaltung 57 ist zwischen dem Ausgang des Ubergabe- 
gatters 56 und dem Eingang des Obergabegatters 58 geschaltet Der Ausgang des Inverters 52 1st mit dem 
Gate-AnschluS eines NMOS-Transistors 53 verbunden, welcher zwischen dem Eingang der Halteschaltung 57 
und der Substratspannung Vss geschaltet ist Eine Halteschaltung 59 und ein Inverter 60 sind in Sene zwischen 
dem Ausgang des Obergabegatters 58 und dem Eingang des Obergabegatters 56 geschaltet Das BQndellang n- 
zahlsignal CNTi wird von der Halteschaltung 59 erzeugt . , 

In Fig. 5B wird das Schrei blaten zsignal OWLl einem NAND-Gatter 61 zugefuhrt, das durch das CAS-Aktiv- 
55 informationssignal OC (oder CAS- Aktivinformationserweiterungssignal OCN, wenn der Schreiblatenzwert auf 
V gesetzt ist) und das WE-Aktivinformationssignal OWR gesteuert wird. Der Ausgang des NAND-Gatters 61 
wird dem NAND-Gatter 62 zugefiihrt, das durch das RQcksetzsignal OS gesteuert wird- und der Ausgang des 
NAND-Gatters 62 wird dem NOR-Gatters 51 zugefiihrt, das durch das Bit-Setzsignal BITSET gesteuert wird. 
Deshalb hat das durch den Inverter 52 erzeugte Bundellangenzahlsteuerungssignal COSSET die Schreiblatenz- 
60 information. Die zusatzliche Schaltkreiskonfiguration zur Erzeugung des Bundellangenzahlsignals CNTi 1st 
dieseibe wie die von Fig. 5 A. 

Der Bundellangenerkennungsschaltkreis 70 von Fig. 1 wird in Fig. 6 gezeigt. Der Bundellangenerkennungs- 
schaltkreis empfangt die BOndellangenzahlsignale CNT0-CNT8, die vom BOndeUangenzahler erzeugt werden. 
dessen jede Zahlstufe in Fig. 5A oder 5B gezeigt wurde, und erzeugt ein BUndellangenerkennungssignal COSI 
65 zur Erkennung, ob die BQndellange vollstandig ist Das Bundellangenerkennungssignal COSI wird erhalten 
durch Vergleich der Bundellangenzahlsignale CNT0— CNT8 mit vorgeschriebenen BUndellangensignalen 
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SZ2, SZ4, SZ8, SZ16, 5232,5264, 52128, SZ256 und SZ512, 

di- von einem (nicht gezeigten) Betriebsmodesetzschaltkreis produziert werden. Der Schaltkreis von Fig. 6 5 
w-jrde im koreanischen Patent Nr. 93-7127 offengelegt, welches an denselben Trager des vorhegenden Patentes 
tibertragen wurde. Es wird bemerkt, daB die Schreiblatenzinformation in der Erkennung der Bundellange 

^De^^ 7B aufgezeigte DatenQbergabeschalterschaltkreis 90 von Fig. 1 erzeugt das Datenuberga- 

beschaltersignal WDTPi (wobei i zwischen 0 und m liegt), das eines der Datenubergabegatter TGO-TGrn von io 
Fig. 1 steuert Fig. 7A veranschaulicht den Dateniibergabeschalterschaltkreis, wenn die Schreiblatenzinforma- 
tion nicht beriicksichtigt wird, und Fig.7B veranschaulicht den D"™0ber£b«^ W S«w 
Schreiblatenzinformation beriicksichtigt wird In Fig. 7 A wird der Systemtakt CLK dem M, AND-Gatter 94 uber 
eine aus vier Invertern bestehende Inverterkette 91 zugefuhrt. Der Ausgang des N^D-Gatters ^92, das das 
WE-Aktivinformationssignal OWR und das Rucksetzsignal OS empfangt, wird ebenfalls dem NAND-Gatter 94 is 
fiber einen Inverter 93 zugefQhrt, und das Spaltenadressensignal CAi wird auch dem NAND-Gatter 94 zuge- 
fuhrt. Das NAND-Gatter erzeugt das Datenubergabeschaltersignal WDTPi uber eine aus drei Invertern beste- 
hende Inverterkette 95. Obwohl der DatenObergabeschalterschaltkreis von Fig. 7A ein Datenubergabeschalts- 
ignaJ bezuglich eines Spaltenadressensignals erzeugt, sollte die Zahl der Spaltenadressensignal dieselbe wie die 
Zahl der NAND-Gatter 94 bzw. die Zahl der Inverterketten 95 seiit Die Konfiguratton von Fig. 7B ist dieserbe 
wie die von Fig. 7 A, auBer daB der Ausgang des NAND-Gatters 96, das das CAS-Aktivinformationssignal OC 
(oder CA§-Aktivinformationserweiterungssignal OCN, wenn der Schreiblatenzwert auf "n gesetztist) und das 
Schreibiatenzsignal OWL1 empfangt ferner dem NAND-Gatter 92 zugefuhrt wird, das durch das WE-Aktivm- 
formationssignal OWR und das Rucksetzsignal OS gesteuert wird. _ 

Nun wird die Schreiblatenzsteuerungsoperation nach der vorliegenden Erfindung, die in der oben erwahnten 
Weise konfiguriert ist, beschrieben. Das, wie in Fig. t aufgezeigt, vom Schreiblaterusignalerzeugungsschaltkreis 
10 erzeugte Schreibiatenzsignal OWL1 sollte gleichzeitig dem Spaltenadressenzahler 30, dem Bundellangenz&n- 
ler 50 und dem Datenubergabeschalterschaltkreis 90 zugefuhrt werden, urn die Zeitsteuerung vom durch das 
Spaltenadressenfreigabesigna! CAS und das Schreibfreigabesignal WE gegebenen Beginn des Schreibzyklus an 
vollstandig durchzufuhren, bis die Schreibdaten vom Dateneingabepuffer nach Passieren des Datenubergabe- 30 
gatters an den interne Datenbus ubertragen worden sind. Zu diesem Zweck halt ein Signal mit der p^eibla- 
tenzinformation den logischen Obergabebetrieb am Spaltenadressenzahler 30, am Bundellangenzahler 50 und 
am Datenubergabeschalterschaltkreis 90, wie von Fig. 4B, 5B und 7B erkannt werden kann. * 

Unter der Annahme, daB der Schreiblatenzsignaiwert V ist, wird das Schreibiatenzsignal OWL1 und das 
CTvS-Aktivinformationserweiterungssignal OCN, die logisch "hoch" sind, dem NAND-Gatter 46 des Spalten- 35 
adressenzahlers von Fig.4B zugefuhrt Da das WE-Aktiviriformationssignal OWR logisch "hoch ist, ist der 
Ausgang des NAND-Gatters 46 wahrend des Schreibzyklus logisch "niedrig". Der Ausgangdes durch den 
Systemtakt CLK gesteuerten NOR-Gatters 32 wird auf logisch "niedrig" gehalten, wahrend das CAS-Aktivinf or- 
mationscrweiterungssignal OCN unter dem logisch "hoch"-Zustand des Schreiblatenzsignals OWL1 auf logisch 
"hoch n gehalten wird (diese Zeitspanne wird als "Haitezeit" bezeichnet und in der Zeichnung als TH 5 gekenn- 40 
zeichnet). Da wahrend einer solchen Haitezeit das Obergabegatter 40 abgeschaltet und das Ubergabegatter 43 
angeschaltet ist, wird das Spaltenadressensignal CAi wahrend der Haitezeit auf dem gegenwartigen logischen 

ZU Da dtf Au^glng des NAND-Gatters 61 des Bundellangenzahlers von Fig. 5B wahrend der Haitezeit logisch 
"niedrig" ist, wird in ahniicher Weise, falls der Schreiblatenzwert "n w ist, der durch den Systemtakt CLK 
gesteuerte Ausgang des NOR-Gatters 54 wahrend der Haitezeit auf logisch "niedrig" gehalten. Das Ubergabe- 
gatter 56 ist abgeschaltet und das Obergabegatter 58 ist angeschaltet, und damit wird das BundellangenzaWsi- 
gnal CNTi wahrend der Haitezeit auf dem gegenwartigen. logischen Zustand gehalten. Im DatenubergabescnaJ- 
terschaltkreis von Fig. 7B wird, falls der Schreiblatenzwert "n", ist, und da der Ausgang des NAND-Gatters 96, 
das das Schreibiatenzsignal OWL1 und das CAS-Aktivinformationserweiterungssignai OCN empfangt, wahrenci 
der Haitezeit logisch "niedrig" ist, der Ausgang des NAND-Gatters 94, das das Spaltenadressensignal CAt 
empfangt, wahrend der Haitezeit auf logisch "hoch" gehalten. Da das Datenubergabeschaltersignal WDTPi 
wahrend der Haitezeit auf logisch "niedrig" gehalten wird, wird das zugeordnete, in Fig. 1 gezeigte Datenuberga- 
begatter nicht eingeschaltet . , nU 
Folglich erzeugen der Spaltenadressenzahler, der Bundellangenzahler und der Datenubergabeschalterschalt- 
kreis wShrend der Haitezeit vom gegenwartigen logischen Zustand unveranderte Ausgange. Die Haitezeit wird 
bestimmt durch das CXS-Aktivinformationssignal und das Schreibiatenzsignal mit der Schretblatenzinforma- 

Fig. 8 A— 8C veranschaulichen Zeitdiagramme, wenn nur der DatenQbergabeschalterschaltkreis 90 von Fig. 1 
nicht durch die Schreiblatenzinformation gesteuert wird. In Fig.8A ist der Schreiblatenzwert .V\ und I auf _die 
Eingabedaten Dl und D2 wird normal in Reaktion auf die Datenubergabeschaltersignale WDTPI bzw. WDTP2 
zugegriffen. Wenn mittlerweile der Schreiblatenzwert T oder "2" ist, wie in Fig. 8B bzw. 8C gezeigt, und da das 
Spaltenadressensignal CM nicht gezahlt wird und nicht im gegenwartigen Zustand wahrend der Haitezeit Tn in 
Fig. 8B bzw. zweirnal der Haitezeit 2TH in Fig. 8C gehalten wird, wird ein unguitiges Datenubergabeschaltersi- 
gnal WDTPI (mit "IV" gekennzeichnet) (zu einem Zeitpunkt t1 in Fig. 8B und tl und t2 in Fig. 8C) im Takt des 65 
Systemtaktes CLK erzeugt. Deshalb gibt es eine Fehlfunktion, in der ein unguitiges Eingabedatum Dl uber das 
Datenubergabegatter TGI zum internen Datenbus transportiert wird. . 

Fig. 9 veranschaulicht ein Zeitdiagramm, wenn eine Eingabe-Musgabemaskierungsoperation durch ein Ein- 
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gabe-/Ausgabemaskierungssignal DQM unter der Bedingung durchgefuhrt wird, daB nur der Datentlbergabe- 
schalterschakkreis 90 von Fig- 1 nicht durch die Schreiblatenzinformation gesteuert wird, und der Schr iblatenz- 
wert W 1 M ist Wie gezeigt, wird das ungaltige Eingabedatum Dl durch das ungtlltig zum Zeitpunkt tl erzeugte 
Datenubergabeschaltersignal WDTP1 an den internen Datenbus ubergeben. Dann wird das gOltige DatenOber- 
gabeschahersignal WDTP1 zum Zeitpunkt t2 (gekennzeichnet durch eine gestrichelte Unie "a 11 ) nicht durch ein 
zum Zeitpunkt tM aktiviertes Eingabe-/Ausgabemaskierungssignal DQM erzeugt Deshalb wird das zum inter- 
nen Eingabebus zu ubertragende Schreibeingabedatum Dl nicht an der gestrichelten Linie "b w ubertragen^Falls 
jedoch der Datenubergabeschalterschaltkreis durch die Schreiblatenzinformation gesteuert wird, wie in Fig. 10 
gezeigt, wird das Datenubergabeschaltersignal WDTP1 nicht zum Zeitpunkt tl, wie durch die gestrichelte Linie 
"c" gekennzeichnet, sondern zum Zeitpunkt t2 erzeugt, und damit wird das Eingabedatum Dl normal an den 
internen Datenbus ubergeben. 

Die bisher beschriebene Betriebsweise zeigt, wie der ProzeB eingerichtet werden sollte, urn die Wirkungen 
nach der vorliegenden Erf indung zu erreichen. 

Fig. 11 A und 11B veranschaulichen Zeitdiagramme, die die vorliegende Erfindung ausftlhren. Wenn der 
Schreiblatenzwert *0" ist (d. h., wenn das Schreiblatenzsignal logisch "niedrig" ist), zeigt das Zeitdiagramm von 
Fig. 1 1 A die von Fig. 4A, 5A, 6 und 7 A ausgefOhrte Betriebsweise und ist dasselbe wie das von Fig- 8A. 

Wie in Fig. 1 IB gezeigt, wenn der Schreiblatenzwert "l w ist (d. h., wenn das Schreiblatenzsignal OWL1 logisch 
"hoch" ist), dann werde n Fig. 2, 4B, 5B, 6 und 7b angewendet Falls das Bit-Setzsignal BITSET durch das auf 
logisch "hoch w aktivierte C^-Aktivinformationssignal OC aktiviert wird, wird das in der vorhergehenden Stufe 
gezahlte Spaltenadressensignal CAi-1 durch das Obergabegatter 38 in der Halteschaitung 42 in Fig. 4B gespei- 
chert Danach wird der Systemtakt CLK auf logisch B hoch M angehoben, und das Obergabegatter 43 wird 
eingeschaltet, und damit w ird da s Spaltenadressensignal CAi (C A0) erzeugt Da das Schreiblatenzsignal OWLl 
logisch M hoch" ist (und das CSS-Aktivinformations <DC und das WE-Aktivinformationssignal OWR alle logisch 
"hoch" sind), wird der Ausgang des NOR-Gatters 32, das die Obergabegatter 40 und 43 steuert, auf logisch 
"niedrig" gehalten. Daher wird das Spaltenadressensignal CAi (CAO) mehr im gegenwartigen logischen Zustand 
wahrend der Haltezeit TH gehalten, wahrend der Ausgang des NOR-Oatters 32 wahrend der Haltezeit TH auf 
logisch "niedrig" gehalten wird. Ahnlich wird in Fig. 5B das BundeUangenzahlsignal CNTi im gegenwartigen 
logische Zustand gehalten, da das Bttndellangenzahlsteuerungssignal COSSET wahrend der Haltezeit TH im 
logischen "hoch w -Zustand gehalten wird Ahnlich wird in Kg. 7B das Datenubergabeschaltersignal WDTPO 
durch die Haltezeit verzdgert, da d er Au sgang des NAND-Gatters 94 durch das auf logisch "hoch" liegende 
Schreiblatenzsignal OWL1 und das CSg-Aktivinformationssignal <DC wahrend der Haltezeit TH im logischen 
"niedrig"-Zustand gehalten wird. 

Da nach der Haltezeit TH das CS5-Aktivinformationssignal <PC auf logisch "niedrig" gesenkt wird, werden 
das Spaitenadressenrucksetzsignai OCARC und das BOndellangenzahlsteuersignal COSSET auf logisch "hoch" 
bzw. "niedrig" gesetzt In Fig. 4B wird deshalb die Erzeugung des Spaltenadressensignals CAi (CAO) durch 
aufeinander folgendes Absenken und Anheben des Systemtaktes CLK vervollstandigt In Fig. 5B wird ahnlich 
die Erzeugung des Bundellangenzahlsignals CNTi (CNTO) vervollstandigt Da der Ausgang des Inverters 93 
logisch "hoch* ist, erzeugt in Fig. 7B das MAND-Gatter 94 logisch "niedrig" als Reaktion auf ein logisch "hoch" 
des Spaltenadressensignals CAi (CAO) und der Anhebung des Systentaktsignals CLK. Dann wird das DatenOber- 
gabeschaltersignal WDTPO von logisch "hoch" erzeugt, und das zugeordnete Obergabegatter TGO wird ange- 
schaltet, womit das Schreibeingabedatum Dl an den interen Datenbus Qbergeben wird. Der ObergabeprozeB 
des nfichsten Eingabedatums D 1 wird auch ahnlich eingerichtet. 

Wenn der Schreiblatenzwert auf V gesetzt ist, wird das vom Schaltkreis von Fig. 3 erzeugte CAS- Aktivinf or- 
mationserweiterungssignal OCN benutzt, und die Haltezeit wird n x TH. Wahrend eine besondere Ausftih- 
rungsform der vorliegenden Erfindung hier offengelegt wurde, m6gen Anderungen und Modifikationen den in 
der Technik GeObten leicht unterkommea Zum Beispiel kann der in Fig. 3 gezeigte Schaltkreis erreicht werden 
unter Benutzung anderer Spalten-bezogenen Signale oder Schreibbezogenen Signale als das CAS-Aktivinfor- 
mationssignal <J>C, urn den Schreiblatenzwert von "n" zu erzeugen. 

Wie oben beschrieben, kann der Schaltkreis zur Steuerung des Schreiblatenzwertes leicht erzeugt werden. 
Deshalb kann der Betrieb einer synchronen Halbleiterspeichervorrichtung stabil sein und seine Zuverlassigkeit 
verbessert werden. 

PatentansprUche 

1. Halbleiterspeichervorrichtung, enthaltend einen Spaltenadressenzahler, einen BQndellangenzahler und 
einen Datentibergabeschalterschaltkreis, zum Verarbeiten der Daten in Synchronisation mit einem von 
AuBen zugefuhrten Systemtakt, wobei die Halbleiterspeichervorrichtung enthalt: 

Einrichtung zum Setzen eines vorgeschriebenen Schreiblatenzwertes und zum Halten des internen Betriebs 
des Spaltenadressenzahlers, des BUndellangenzahlers und des Datenubergabeschalterschaltkreises fur eine 
vorgeschriebene Zeitspanne, die dem Schreiblatenzwert zugeordnet ist. 

2. Halbleiterspeichervorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Schreiblatenzwert die Anzahl der Taktimpul- 
se des Systemtaktes bestimmt, die gezahlt werden von der Aktivierung eines von auBen zugefQhrten, 
schreib-bezogenen Steuerungssignals bis Eingabedaten an einen internen Datenbus Ubergeben werden. 

3. Halbleiterspeichervorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Ausgange des Spaltenadressenzahlers, des 
BUndellangenzahlers und des Datenabergabeschalterschaltkreises wahrend der vorgeschriebenen Zeit im 
gegenwartigen Zustand gehalten werden. 

4. Halbleiterspeichervorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Schreiblatenzwert unter Benutzung eines 
Bondierdrahtes gesetzt wird. 
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5. Halbleiterspeichervorrichtung nach Anspruch ! f wobei der Schreiblatenzwert unter Benutzung einer 
Schmelzsicherunggesetzt wird. 

6 Halbleiterspeichervorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Schreiblatenzwert programmiert wird ent- 
sprechend einem Signal, das sich auf einen Betriebsmode der Halbleiterspeichervorrichtung bezieht. 

7 Halbleiterspeichervorrichtung, enthaltend einen Spaltenadressenzahler, einen Bundellangenzahler und 5 
einen Datenubergabeschalterschaltkreis, zum Verarbeiten der Daten in Synchronisation mit einem von 
auBen zugefuhrten Systemtakt. wobei die Halbleiterspeichervorrichtung enthalt: 

Einrichtung zur Erzeugung einesSchreiblatenzsteuerungssignals; 

Einrichtung zur Erzeugung genau eines Aktivinformationserweiterungssignals aus emer Vielzahl von Ak- 
tivinformationssignalen, die als Reaktion auf ein von AuBen zugefuhrtes, Spalten-bezogenes Steuerungssi- 10 
gnal erzeugt werden; und t 
Einrichtung zum Halten des internen Betriebs des Spaltenadressenzahlers, des Bundellangenzahlers und des 
Datenubergabeschalterschaltkreises far eine vorgeschriebene Zeitspanne, in der das Aktivinformationser- 
weiterungssignal in einem aktiven Zustand ist. 

8. Halbleiterspeichervorrichtung nach Anspruch 7, wobei das Schreibiatenzsteuerungssignal die Scnreibem- 15 
gabedaten zu verzogern bestimmt, welche von AuBen zugefuhrt und an einen internen Datenbus Qbergeben 

werden. . . „ . 

9. Halbleiterspeichervorrichtung nach Anspruch 8, wobei das Aktivinformationserweiterungssigna! die 
Anzahl der Taktimpulse des Systemtaktes bestimmt, die gezahlt werden von der Aktivierung eines von 
auBen zugefahrten, schreib-bezogenen Steuerungssignals bis Eingabedaten an einen internen Datenbus 20 
Ubergeben werden. , „ , , .... . 

10. Halbleiterspeichervorrichtung nach Anspruch 7, wobei die Ausg^nge des Spaltenadressenzahlers, des 
Bttndellangenzahlers und des DatenQbergabeschalterschaltkfeises wahrend der vorgeschriebenen Zeit 1m 
gegenwirtigen Zustand gehalten werden. . * • • 1 

1 1 . Halbleiterspeichervorrichtung nach Anspruch 7, wobei jede der Vielzahl von Aktivinformationssignalen 25 
ein Zeitinterval hat, das mit genau einer Periode des Systemtaktes korrespondiert, und wobei das Aktivin- 
formationserweiterungssignal erzeugt wird durch logische Kombination der Vielzahl von Aktivinforrna- 
tionssignale. 
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